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§１．研究実施体制 

 

（１）「筑波大」グループ 

① 研究分担グループ長：岡田 晋 （筑波大学大学院数理物質科学研究科、准教授）（研究代

表者） 

② 研究項目 

・グラフェン／金属界面の基礎物性の理論的解明 

・原子・分子吸着グラフェンの基礎物性の理論的解明 

・グラフェン・ナノ炭素物質の励起状態の物性解明 

 

（２）「産総研」グループ 

① 研究分担グループ長：大谷 実 （産業技術総合研究所ナノシステム部門、グループリーダ

ー）（主たる共同研究者） 

② 研究項目 

・ グラフェン／絶縁体複合構造の物性解明 

・ 電界下におけるグラフェン、ナノ炭素物質、ならびにこれら高次複合構造体の基礎物性解

明 

（3）「青山学院大学」グループ 

① 研究分担グループ長：中田 恭子 （青山学院大学理工学部、准教授）（主たる共同研究者） 

② 研究項目 

・ トポロジー制御による半導体グラフェンの探索 

・ グラフェン関連物質の長周期変調構造の探索 

H24 年度 

実績報告 
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§２．研究実施内容  

(文中に番号がある場合は（３－１）に対応する) 

 

研究のねらい 

グラフェン・グラファイト等の低次元炭素誘導体は、そのサイズ、形状、次元性に起因した特異な電

子物性を有することから、国際半導体ロードマップにおいて、Emerging Research Materialとして注

目を集めている。特に、グラファイトは、フェルミレベル近傍の線形バンドが生み出す高い電子移

動度、強固な炭素間共有結合に起因する高い熱伝導性から、次世代の高速かつ低駆動電圧デ

バイスを実現する材料候補として注目されている。しかしながら、そのデバイス特性は実験ごとに

分散が大きく、デバイス中におけるグラファイト複合構造の物性制御が全くなされていないことを示

唆している。すなわち現状においてグラファイトは半導体材料としてデバイス集積化プロセスに到

底資するものとなり得ない。このような現状を鑑み、当該研究では、量子論に立脚した計算科学の

アプローチを以て、広義グラフェン・グラファイト複合構造体の基礎物性の解明をおこない、そこで

得られた知見をもとに、グラフェン、CNT、フラーレン、ナノダイヤモンドといった炭素系ナノ物質を

用いたデバイス設計指針を提示することが目的である。 

これまでの研究の概要と進捗状況 

本プロジェクトにおいて、これまでにグラフェン/絶縁体界面、グラフェン/金属界面にたいする理論

的な電子物性解析から、グラフェンの電子構造が基板の種類によらず脆弱であることを明らかにし

てきた。例えば、今日の半導体デバイスにおいて広く用いられている絶縁膜である SiO2 や、

high-k 物質として注目を集めている HfO2 の上にグラフェンを物理吸着させると、グラフェンの特

徴的な線形分散バンドは基板が誘起する静電ポテンシャルの空間変調、基板原子の軌道との混

成により変調され、数十 meV 程度のバンドギャップを有する半導体となることを明らかにし、グラフ

ェンデバイス創成において、絶縁体基板の選択とその界面との相互作用制御が重要であることを

示した。また、金属に対しても、通常半導体デバイスの電極として用いられている種々の金属は、

グラフェンと強く軌道混成を起こし、金属直上のグラフェンはグラフェンとしての特徴が完全に消失

すること、また金属との混成の影響が 10nm オーダーで孤立したグラフェン領域に浸透することを

示し、グラフェンデバイス設計におけるゲート長の下限と、電荷中性点空間変調に関する知見を与

えた。 

グラフェン自身の性質に対する研究では、グラフェンにおいて本質的に存在するグレイン境界に

着目し、境界領域におけるグラフェンの基礎物性の解明を行った。ここでは、境界に本質的に存

在するトポロジカル欠陥に着目しトポロジカル欠陥近傍において、グラフェンの電子構造が著しく

変調を受け、トポロジカル欠陥、すなわち境界に対する向きに応じて異なる伝導特性が期待できる

ことを示し、グレイン境界がグラフェンの伝導特性に影響を及ぼすことを明らかにした。 

これまでのところ、我々は多種多様な広義グラフェン複合構造体に対して精密な理論計算を実行

し、広義グラフェン複合構造における低次元ナノ界面物性に対する基礎的な知見を十分に蓄積し

つつあり、それらの統合をはかり、デバイス設計指針に必要な理論的基盤構築を目指している。 
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研究成果 

２４年度は前年度に引続きグラフェン複合構造体の基礎物性の探索と同時に、グラフェン系物質

を用いたデバイス構造設計の指針を目指し、主として以下の研究成果を得ている。 

グラフェンーダイヤモンド複合構造体を用いた高い熱拡散能を有する伝導チャネル 

ここでは、導体素子間を結合する配線材料に対して、銅配線を代替する高い電子移動と電流密

度を実現する材料の候補として、グラフェンナノリボンの適用を提示した。その際、高電流密度とデ

バイスの高集積化と伴う配線材料における発熱問題を回避する構造として、グラフェンナノリボン

の両端がダイヤモンド表面に結合された、sp2 と sp3 のハイブリッド炭素系を考えた。このような構

造を構築することにより、グラフェン領域において、グラフェンが本来有する優れた電子輸送特性

を保ちつつ、同時にグラフェンにおいて発生する熱を効率的にダイヤモンド領域に逃がすことが

できることを見いだした。すなわち、グラフェン配線に対し，ダイヤモンドは高効率なヒートシンクの

役割を果たし，炭素複合構造による新たな機能性配線材料としての可能性を明らかにし、銅配線

を代替する可能性のある配線材料と構造の提案を行った。 

カーボンナノチューブやグラフェンナノリボンにおける多重励起子生成の解明 

カーボンナノチューブ(CNT)やグラフェンナノリボン(GNR)では、その低次元性故にクーロ

ン相互作用の効果が強くなり、光励起状態は室温でも安定な励起子となる。さらに、励起

子同士においてもクーロン相互作用が強く働くため、励起子間の相関が重要になる。本論

文では、ベーテサルピータ方程式を強束縛近似で解き、得られた励起子状態を用いて多重

励起子生成の微視的機構の解明を試みた。ここで、多重励起子生成とは、励起子間クーロ

ン相互作用により、単一の光子から複数個の励起子が生成されることである。計算の結果、

(1)励起子間の強いクーロン相互作用と(2)励起子分散関係の1次元van Hove特異性により、

多重励起子生成が生じることを明らかにした。さらに、現実的なパラメータのもと多重励

起子生成による光電変換効率を見積もると、180％にも達し，光電流生成効率においてもそ

の効率は 160%に達することがわかった。この結果は、 CNTや GNRなどの低次元ナノ炭素物

質が光電変換デバイス材料として優れた特性を有する事を示している。 

グラフェンナノリボンの巨大熱起電力 

廃熱エネルギーを高効率に再資源化する熱電材料として低次元ナノ材料に注目が集まって

いる．しかしそれらの多くが希少で毒性の強い重金属を含む化合物半導体であるため，環

境汚染や人体への影響などの問題を抱えており，これらに代わるユビキタス元素からなる

環境調和型熱電材料の創製が求められている．本研究では、炭素のみからなるユビキタス

元素ナノ材料としてグラフェンナノリボン（GNR）に注目し、リボン幅や端の形状などが

及ぼす熱起電力への影響を系統的に調べた。ジグザグ型エッジ GNR （ZGNR）とアーム

チェアー型エッジ GNR（AGNR）の熱起電力は，そのエッジ構造の違いに起因して，本質

的に異なる化学ポテンシャル依存性を示すことが明らかとなった．特に顕著な違いとして

は，フェルミ面近傍での熱起電力の符号が ZGNR と AGNR とで反対であることである．

また，ZGNR と比べて，同程度の幅をもつ半導体 AGNR の熱起電力の方が桁違いに大きく，
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数 mV/K のオーダーであることが明らかとなった。 
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§３．成果発表等 
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